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В работе исследуется сегнетоэлектрический отклик конденсаторной структуры 

TiN/HZO/TiN, перспективной для применения в энергонезависимой сегнетоэлектрической 

памяти (FeRAM). 

Обоснована актуальность использования тонкоплёночных сегнетоэлектриков на 

основе оксида гафния-циркония.  

Экспериментально получены вольт-амперные характеристики и кривые гистерезиса 

поляризации методом двойной развертки напряжения (double sweep) и методом PUND.  

Проведен сравнительный анализ указанных методик с точки зрения точности 

восстановления петли P-V-гистерезиса. 

  Показано, что методика PUND обеспечивает более корректное определение 

остаточной поляризации за счёт исключения вкладов тока учетки и смещения, тогда как 

метод DS отличается простотой реализации, но меньшей информативностью. 

 

  Ключевые слова: сегнетоэлектрическая память, FeRAM, HZO, оксид гафния-

циркония, сегнетоэлектрический гистерезис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«15» Декабря 2025 г  


